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Введение. 

Полупроводники группы A3B5 (GaAs, InP и т. д.) используются в электронике, для 

излучения/детектирования оптического излучения и во многих других приложениях. Профилирование 

состава структур на основе таких полупроводников необходимо для повышения производительности 

устройств и понимания перспектив и применения. 

Пучки газовых кластерных ионов (GCIB) широко используются в аналитических методах в качестве 

первичного пучка или для очистки и профилирования образца. Однако ионным пучкам присущи две 

общие проблемы, влияющие на качество анализа: селективное распыление и формирование рельефа на 

поверхности [1]. 

Выводы. 

Даже малые удельные энергии (режим «очистки») приводят к изменению состава поверхности. Необходима калибровка по сколу.  

Поверхность обогащается металлическим компонентом, происходит его частичное восстановление. 

Изменение концентрации на GaAs монотонно, на InP – нет. Последнее может быть связано с формированием и эволюцией островков 

индия, в то время как поверхность GaAs остается гладкой. 

Дозы, необходимые для выхода на стационарный режим, существенно ниже, чем для сплавов [1]. 
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In 3d5/2:  
444.6 eV на сколе, 
444.1  eV после  травления. 
Восстановление индия. 

Данные профилометра позволяют 

определить коэффициенты 

распыления GaAs: 
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1000 20 101 0.10 

2500 8 78 0.03 
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Эксперимент. 

• Кластеры Arn+ , n=1000 или n=2500 

• Энергия 5 кэВ («очистка») или 20 кэВ («травление»)  

• Нормальное падение (при наклонном возникают волны, [1,2]) 

• Анализ РФЭС параллельно с облучением 

• Сверхвысокий вакуум 
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